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Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена моделюванню формування тонкоплівкових неоднорідних структур на
основі склоподібних халькогенідів германія з модифікаторами Al,Bi,Pb,Te, дослідженню їх фізичних
властивостей та властивостей стекол (GeS(Se)2)1-xTex. Формування тонкоплівкових структур на основі
склоподібного Ge2S3 з модифікаторами Al,Bi,Pb,Te описано системою нелінійних диференціальних рівнянь.
Проведено дослідження фізичних властивостей тонкоплівкових структур <Ge2S3:X>(X-Al,Bi,Pb,Te), визначено
їх оптичні параметри еліпсометричним і спектрофотометричним методами. Досліджено фізичні властивості
модифікованих об'ємних структур з Те при зміні механізму входження модифікатора в матриці GeS2, GeSe2.
Із збільшенням концентрації Те максимуми у спектрах збудження фотолюмінесценції зсуваються в
низькоенергетичну область спектру. В електронно-дефектній системі проявляються зміни фізичних
властивостей об'ємних і тонкоплівкових структур, що є наслідком різних механізмів входження
модифікатора в некристалічні матриці та основою керованої зміни параметрів функціональних елементів



для мікро-і оптоелектроніки.

2. The dissertation is dedicated to the modeling of formation of thin-film heterogeneous structures based on
germanium chalcogenide glasses with Al,Bi,Pb,Te modificators and also to the investigation og physical properties
of these structures and of (GeS(Se)2)1-xTex bulk glasses. The formation of dissipative thin-film structures based on
Ge2S3 glass with Al,Bi,Pb,Te modificators has been described by the system of non-linear differentiated equations.
The investigation of physical properties of <Ge2S3:X>(X-Al,Bi,Pb,Te) thin-film structures has been determined by
ellipsometric and spectrophotometric methods. Physical properties of modified bulk Te-containing structures
have been investigated for different mechanisms of modificator introduction into GeS2, GeSe2 matrix. The
increase of the Te concentration causes the shift of maxima in the spectra of photoluminescence excitation to the
low energy region. The changes of physical properties of bulk and thin-film structures are being revealed inthe
electron- defect subsystem due to the different mechanisms of modificator introduction into the non-crystaline
matrixes, which in turn serve as the basis of the ruled change of parameters og functional elements for micro-and
optoelectronics.
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